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E.T.S. de Ingenieria Informatica
Ingeniero Técnico en Informatica de Sistemas: Curso 1° Grupo A

Quinta Relacion: Cuestiones y Problemas

Problemas
1.-Calcular las intensidades en las ramas y las tensiones en los terminales de los transistores
en los circuitos de la Figura 1.

5V 10v 1.5V 10V

5V 10v

R.=3KQ R.=3KQ
R.=3KQ

R,=200KO Rp=200KQ

R,=200KQ)

2.- El transistor bipolar Qg de la Figura 2 se denominada transistor Schottky, y puede ser

modelado, segun se ilustra también en ella, mediante un transistor BJT normal, Q, y un
didodo Schottky, Dg. Demostrar que en dicho modelo el transistor Q nunca puede conducir

en saturacion.

Dg modelo tension umbral

C Ds 9c
VY:0'4V
B B
o— Qg |:> Q VBEact = VBEOn= VBEsat= 0-7V
VCEsat =0.2v
E E B=100

Figura 2

3.- Demostrar que en circuito de la Figura 3a, si el diodo Q conduce lo hace siempre en su
region activa, y que se cumple que
Ib =0 para (Vp < Vggon)

p+1
Ip = Rg (Vo= Veeon) para (Vp = Vggon)

Observa que este comportamiento justifica que dicho circuito pueda ser considerado como
un diodo basado en el transistor BJT, como sugiere la Figura 3b.
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Figura 3

4.- En el circuito de la Figura 4:
a) Indicar y justificar cual es el estado de los todos dispositivos semiconductores.
b) Determinar el valor de la intensidad de corriente y la caida de tension en cada uno
de los elementos de circuito.

c) Determinar la tension de salida, v, y la potencia aportada por la fuente Vc.

Dg y Dg modelo ténsion umbral
V,=0.7V

Veeact = VBEon= VBEsar= 0.7V
VcEsat = 0.2V

=100

Vec =10V

Rg; = Rgy =1IMQ

Rc = 10KQ

Figura 4

5.- En el circuito de la Figura 5, encontrar el rango de valores de v; para los cuales el diodo Dy

esta en conduccion, mientras el transistor Q trabaja en su region activa. Determinar el
valor de v, y la potencia aportada por la fuente V¢ .

VCC =5V

Rg =0,1MQ

Re = 10KQ Dg modelo tensién umbral
Vy=0.4V
VBEact = VBEon™ VBEsat™ 0.7V
VCEsat =0.2V
=100

Figura 5
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6.- Para las puertas RTL de la Figura 6(a) y (b). Calcula el consumo en cada una de las
combinaciones de las entradas posibles (suponer que no hay ninguna puerta conectada a la
salida). Repite los calculos tomando R.=3kQ y compara con el resultado anterior. Haz lo
mismo con V=3V. Responde ahora como cambia el consumo con el cambio del valor de
la resistencia R, y el de la tension de alimentacién.

V=5V =50 Vee=dV

V =V =0.7V

RCZGKQ BEact™ Y BEon RCZGKQ
Vo VBgsat=0.7V Vo

R,=15KQ Rp=15KQ  Vepea=0.2V  Ry=15KQ
Va Vg Vi QA
Figura 6a — — Figura 6b —

7.- Para el inversor de al Figura 6(b). Obtener la caracteristica de transferencia (v, en funcién
de v;). Calcula sus niveles légicos y sus margenes de ruido. Determina también cual sera su
consumo estatico.

8.- Comprueba que el circuito de la Figura 7 es una puerta NOR. Nota que el circuito
completo puede verse tambien como una puerta OR con diodos (zona sombreada) cua
salida se ha conectado a la entrada de un inversor RTL.

=50
VeEeact=VBeon=0.7V
VgEesat=0.7V
VcEesat=0-2V

Figura 7 — VY:O'7V

9.- En el circuito de la Figura 8, calcular la caracteristica de transferencia (v, en funcion de
vj), y representarla graficamente (dar la expresion matematica de todos los tramos).

V=5V
R.=6KQ 530
" Vy=0.7V vy
[ QO VCEsatZO-ZV
Rg;=10KQ
Bt VBEact=VBEOn=VBEsat=0- 7V
Rg,=10KO

Figura 8 = =

10.- Si identificamos el circuito de la Figura 8, como un inversor I6gic, determina a partir de la
curva obtenida en el problema 9:
a) sus niveles légicos
b) su margen de ruido.
c) Determina también cual serd su consumo estatico.
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SOLUCIONES:

1.- (a) 15=0.0215mA, 1:=2.15mA, 1g=2.17mA, Vz=0.7V, V=3.55V, V=0V,
1.- (b) 15=0.0107mA, 1c.=1.07mA, Ig=1.08mA, Vz=2.86V, V=6.79V, V=2.16V,
1.- () Ig=lc=1g=0, Vg=1.5V, V=10V, V¢ indeterminada.

4-(b) Vpg = Vpg = 0,7V, lpg = 58uA, Ipg = 585.8pA; Vg = 0,7V,
lg = 5.8uA, Vg = 35V, I = 580pA; Ige = I = 580pA, Ve = 5,8V,
Vrgr = 7.9V, lggy = 7,9uA; Vs = 2,1V, lggy, = 2,1pA; I = 587,9pA.
4.-() v, = 42V, PVcc = 5,879mW.

5.-v;2117V; v, = 03V; Py = 2,35mW.

6. (a) Poo=0W, Py;=P3,=P;,=4mW.
Si R,=3KQ, Pyg=0W, Pg1=P10=P1;=8mW.
Si V=3V, Pyy=0W, Py;=P1,=P,,=1.4mW.
(b) Pg=0W, P,= 4mW.
Si R,=3kQ, Py=0W, P;= 8mW.
Si V=3V, P,=0W, P,=1.4mW.

7. Vou=5V, Vo =0.2V, V, =0.7V, V,;=0.94V, NM1=4.06V, NM0=0.5V.
8.- ParaV = 0V Vg = OV V, = 5V,

Para Va = 0V Vg =5V V, = 0.2V,

Para Va = 5V Vg = 0V V, = 0.2V,

Para Va = 5V Vg = 5V V, = 0.2V.

R
9.- S2) (v, +VBE0n)+ VBEonSV <BR Vee- VCEsat)+[(V +Veeon) * 1 Re, VBEonJ

Vo 4

L SDVo=V,

5V

0,2V} -x--)

¢ 12,36V Vi
2,1V
10.- (a) Los niveles ldgicos son facilmente identificables en la grafica de la solucion
al problema 9.
10.- (b) NM_=1,9Vy NM=2,64V . Por tanto NM = 1,9V.
10.- (¢) P(V¢e) = 4mW
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FORMULARIO:
vd vd VY
N + -|Vy Idt“,Si 1,>0
d =
Id —> Id > l_ +Vd' Vy i V.,<0
Vr ideal —/—|F st Vg=s
C
C (fc si lg=0
Bﬁ Bo— sVe < VBeon s > Blg
E Le B O—| Wee 2 VeEsat
) c VBEact E
I si lg=0
VCEsat
IB —»
B O‘H yBlg>I¢
VBEsat
E f E VEBact E
B*l: Bo | sVes<Veson Bo si 1520
C J)C s Blg
Wec 2 Vecsat
VEBsat £ )
B«o—| si Ig=0
IB I VECsat
c yBlg=1¢
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